Espectroscopia Raman
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EqQuipo
» Espectrometro triple Jobin-Yvon T64000. Alta resolucion espectral (~0.7 cm')

» Microscopio con platina motorizada y autofocus. Resolucion espacial (~1um)

» Fuentes de excitacion: Ti:Zafiro (700-1100nm), He-Ne (632nm), Ar* (457.9, 476.5,
488, 514.5, 520.8 nm), Nd:YAG (532 nm), He-Cd (325 nm)
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» Pl|afina Linkam FDCS196 (80 — 400 K)
» Platina Linkam THMS600 (300 — 875 K)
» Criostato TBT LN2 (80 - 350 K)




Estudios fundamentales de fonones

= Estudio detallado del especiro Raman de primer y segundo orden en
cristales de alta calidad; andlisis de las simetrias de l1os modos

» Correlacion con cdlculos ab-initio de las frecuencias y densidad de
estados

» Espectro de referencia del ZnO (estructura wurtzita) }' )
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R. Cusco et al. Phys. Rev. B 75, 165202 (2007) 1016 citas
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Oxidos de gap ancho: a-In,O4
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Coexistencia fases bixbita/corinddn
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applicaciones g O
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Modos locales de vibracion

» | VMS Mg-H en p-InN
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» FEvolucion bajo recocidos térmicos en p-GaN
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Acoplamiento carga-fonones polares

» Modos acoplados fonon-plasmoéon (N~ 1077 - 10" cm, alta movilidad)
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» Plasmones sobreamortiguados
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Raman UV en capas de /nO

K. Ding et al. APL (2012) J. F. Kong et al. APL (2007)
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Caracteriazacion de aleaciones
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Variaciones en la frecuencia de los
fonones y en el gap (resonancias)
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Incorporacion de Mg en
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Dependencia en temperatura y presion:
anarmonicidad y tensiones

PDOS (states/cm™!)
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Deformacion: pardmetros de Gruneisen, tensiones.
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Conclusiones

Espectroscopia Roman. La frecuencia y la anchura de |los picos Raoman
proporcionan informacion sobre multitud de propiedades fisicas de los cristales:

e Fases cristalinas e Grado de cristalinidad e Tensiones eldsticas

e Composicion en aleaciones e Carga libre e Anarmonicidad

Inconvenientes

¢ Bajo nivel de senal. Dispersion
eldstica en superficies rugosas.
Fluorescencia.

Técnica no destructiva. No
necesita preparacion de muestraos.

Alta sensibilidad y especificidad. .

¢ Necesidad de un volumen de
P e cali~1 um scattering mMiNiMo. En materiales
| (~1 pm) transparentes, senal del substrato.

Diferentes niveles de andlisis de los o EN Sxid0s ramsn oo ——
resultados. Correlacion con modelos - P i
en el UV. Dificultades experimentales

feoricos. DFT. en la configuracién UV.




